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B ” UCY 75452N
Uklady, UCY 75451N . 1 UCY 75452 =g podwé jnymi dwuwe j- \ ,
Soiowymi ukladami podredniczecymi /interface/ przezna- :
czonymi do ogélnego zastosowania. Uklady skladajq si¢ z: | Podwojny dwuwejsciowy
- dwéch bramek NAND /uklad UCY 75451N/, : L uktad posredniczacy

- dwéoh bramek AND /uklad UCY 75452NK/,

- dwéch tranzystoréw sredniej mocy,

- ' ' Obudowa CE 84
Uk1ad UCY 75451RK realizuje funkcje typq'AND, natomiast .

UCY 75452N realizuje funkcje typu NAND.
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Schemat wewngtrzny i uktad wyptowadzed

Parametry dopuszczaine

Oznaczenie ' " Nazwa Jedn. L Wartosé
min max
Uee B Napieoie‘ zasilania N T v ‘ 7
Uiy : ‘ Maksymalne hapiqc;e vejécioie ‘ v ) N | 5,5
-1, ~ Prad wejsolowy o mA ) 12
Io Prq.d iyj‘éoioiy » ' mA | _ ' . 300
U, Napiecie ‘ﬁy;iécioié o v | 30
t#nb vgg;g;féﬁura,otoozenia-i czasie %4 ‘ 0 +70
L remperatuta'prgechoiywania | -..» - % ' 55 125




~Parametry charakterystyczne dla uktadu UCY 75451N

Ozna~ Wartosé Wwa k
Nazwa Jedn. : runki pomiaru
czenie 3 - “max Uwagi
Yoo Napiecie zasilania -~V 4475 ~'5.25
I Prgd zasilania w sta- . U,.=5,25 V3 U.=0 V
CCL nie niskim na wyjsciu mA 65 cc i
1 Prgd zasilania w sta-~ U .
CCH nie wysokim na wyjéoiu mA 11 - 0C=5,25 V; UI=5 v
U Naplecie wajbciowe
IH w stanie wysokim . .
4] Napiecie wejsSciowe
1L w stanie niskim A 0,8
IOR Zwrotny prad wyjsciowy Rra 100 UCC=4,75 \'E UI=2 Vs UO=30 v
U Napiecie wyjsciowe .
Bl w stanie niskim L 0yt IOL‘1OO'“’A UCC=4,75 Vi
0,7 IOL=300 mA UISO,B v
IIH Prad wej$ciowy w sta-~ pA 40 UI=2,4 v
nie wysokim UCC=5,25 v
mA 1 UI=5,5 v
-1 Prad wejsciowy w sta- U,~=5425 V; U.=0,4 V
IL nie niskim mA 1,6 ce T
—UI gjimne napigcie wej- v 1,5 Ucc=h,750V; II=—42 mA;
éclowe | tamb’*zs c
tPHL Czas propagacji sygna-
lu przy zmianie stanu - 25
logicznego z wysokiego
na niskl na wyjsciu
t Czas propagacji sygna- UCC=5 v; IC=200 mA
PLH Iu przy zmianie stanu - 25 C.=15 pF; R =502
logicznego z niskiego L o L
na wysoki na wyjsciu tamb=+25 c
tTLH Czas zmiany stanu sy-
gnalu wyjéciowego przy ns 12
przejéciu z poziomu
niskiego na wysoki
tTHL Czas zmiany stanu sy~
gnatu wyjséclowego pray e 12
prze jéciu z poziomu
wysokiego na niski
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~ Parametry charakterystvczne dla ukiadu UCY 75452N -

Ozna-
czenia

Nazwa

Jedn.

Wartosé

min max

‘ Warunki pomiaru
Uwagi

Napiecie zasilania

4,75

Prad zasilania w sta-

-nie niskim na wyjéciu

mA

UCC=5,25 V;.

Prad zasilania w sta-
nie wysokim na wyj-
Sciu

mA

14

U

CC=5,25 Vs

,Napigcie we jSciowe

w stanie wysokim

Napiecie wejéciowe
w stanie niskim

Zwrotny pragd wyjSciowy

UCC=Q,75 V3 UI=0,8 V;UO=30 v

Naviecie wyjsciowe
w stanie niskim

I =100 mA

OL

T U.=2 V
1,,=300 mA 1

Prad wejSciowy w sta-~
nie wysokim

mA

U,=2,4 V
.1 U

=5,25 V

8,55 ¥ ce

Prgd wejsciowy w sta-
nie niskim

mA

Ugg=5125 Vi Up=0,4 v~

Ujemne napigcie wej~
Sciowe '

UCC=4,75 C; T.,=-12 mA

1=
[+]
tamb:+25 (63

Czas propagacjl sy-
gnaiu przy zmianie
stanu logicznego 2z
wysoklego na niski
na wyjéciu

ns

PLH

Czas propagacji sy-
gnalu przy zmianie
stanu logicznego 2z
niskiego na wysoki
na wyjsciu

ns

35

" tony

Czas zmiany stanu sy-
gnatu wyjsciowego
przy przejéciu z po~

ziomu niskiego na wy- -

soki

ns

12

THL

Czas zmiany stanu sy-
gnalu wyjéciowego
Przy przejéciu z po-
'zlomu wysokiego na
niski

ns

12

UCC:S \& Ic=2QO mA

Cy=15 PF; Ry =5082

-+25%n
tamh"*z’ ¢
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